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Sensori = SiPM + fibre scintillanti
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—_ IL SiPM : silicon Photo Multiplier
Q0000 SPAD
EEE = Single Photon Avalanche Diode
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SiPM visto come array di SPAD

Unico segnale di uscita

s quasi-digital output
R, = Resistenza di quenching
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Segnale visto ad un oscilloscopio digitale

Uscita del SiPM
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Efficienza di rivelazione

PDE =QE-¢, P
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Photon Detection Efficiency
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Calibrated
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QE = efficienza quantica del sensore

ggec}m = A

P,= probabilita di innesco della valanga
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Rumore
Scorrelato _
Dark Counts ||# Ge"era_z'““e ~ KT
termica
Correlato

Un portatore intrappolato durante una
valanga viene poi rilasciato

Afterpulsing ||#
Cross Talk 11>

v" Elettronico: portatori di carica emessi da pixel adiacenti

Un pixel puo essere innescato da un
pixel adiacente

v" Ottico: fotoni di Bremsstrahlung

celll cell2 cell1 cell2
Soluzione: trench
t ﬁ
¥
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Rumore : dark counts vs soglia
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soglia a 2 fotoni

N(2)/N(1) = 0.5%
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Rumore : afterpulsing
SiPM _
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Rumore : afterpulsing
0.0006 [
C « 325V - Dark
0.0005 K = 32.5V - Afterpulse
: ey - 101 Dopo 500 ns la probabilita di
0.0004 afterpulsing P(t,>t;) scende al
g 0.0003 | di sotto dell’1%
0.0002
0.0001 f
ﬂ,:" L e "--.ﬁa.l
0 1000 2000 3000 4000
o 32.5V - P(t>t0) dark
t [ns]
0.1 o 32.5V - P(t>10) afterpulse
— 32.5V - P(t=t0) total
315V | 32V | 325V ]| 33V i SERSD.
i ns] | 2657 | 2219 | 1914 | 1653 8 oo _______”_L'_:_ "
t, [ns] | 138 | 105 | 134 | 116 ¥,
_plns] | 281 155 156 107 C .: P )
_arplns] | 122 154 158 139 | T
P,.. | 0.092 | 0985 | 0.984 | 0.081 Pt T I SR Y
P.yr | 0.008 | 0.015 | 0.016 | 0.019 {0 ns)

Giuseppe Greco




<) ),

INFN -/
(. iLwns AnsaldolNucleare
Caratterizzazione : carica e tempo
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Risposta in carica del SiPM
dP I _r
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Potere risolutivo del SiPM e linearita
Il potere risolutivo a 3o [R,_] e il numero di fotoni n dove fd = 30 : riesco arisolvere 2 picchi
la distanza intermedia d tra i picchi diventa 3o consecutivi
. e R, d = 20 : non riesco a risolvere 2
: i picchi consecutivi
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Guadagno del SIPM

~,

La misura del guadagno e stata ottenuta dalla distanza media
[ch] tra due centroidi

distanza media [ch] 0 distanza media [C]
Calibrazione QDC
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Misure preliminari con I'amplificatore LNS: stesse condizioni e statistica
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Risoluzione temporale
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Conclusioni
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possibili applicazioni

v DMNR
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v applicazioni Biochimiche
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